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●半導体プロセス技術、TCADを用いたシミュレーション技術や装置の開発
●物質の電子状態計算から、表面分析データまでのシミュレーション技術、および秘密分散技術を用いた
　データ保存・配送技術
●半導体プロセスの応用としての、プラズマを用いた殺菌技術

【新規性・独自性・従来研究（技術）と比べての優位性】

半導体プロセス技術の知識を活用し、Technology Computer 
Aided Design （TCAD）を用いて、新しい電子デバイス（FIN 
FET）のシミュレーションを行うことに成功しました（図右）。ま
た、Siのダイヤモンド構造から、X線光電子分光データのシミュ
レーションを行いました（図下）。さらに、プラズマ制御技術を駆
使し、プラズマベースイオン注入法を用いて、炭素系薄膜の作成
や芽胞菌の殺菌を実現しました。（図右下）

【研究シーズの概要】

●半導体プロセス技術、TCADを用いたシミュレーション技術、集積回路評価技術、および応用技術の開発
●データ科学と計算・実験の融合による材料開発（マテリアルズインフォマティクス）への展開
●プラズマを用いた殺菌技術で、金属製品や食品の殺菌への展開

【産業界での展開・用途】

KeywordKeyword 半導半導体体ププロロセセス技術ス技術／／TTCCAADD／／ママテテリリアアルルズズイインンフフォォママテティィククスス／／殺菌技術殺菌技術

薄膜作成や滅菌・殺菌に応用できる
半導体プロセス技術

【研究シーズテーマ】

研究分野：工学（電気電子工学）

←滅菌前

FinFETのシミュレーション

上半分はハーフサイズ
下半分はフルサイズ

Si-SiのX線光電子分光データと、
シミュレーションしたDOSを比較する。 滅菌後→
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Siのダイヤモンド構造
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